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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月22日(2020.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルアレイを有する記憶装置であって、
　グローバルビット線あたり第１ローカルビット線乃至第Ｍ（Ｍは２以上の整数）ローカ
ルビット線が設けられ、
　第ｋ（ｋは１乃至Ｍの整数）ローカルビット線には、第１回路乃至第Ｍ回路が電気的に
接続され、
　第ｋ回路は、第１トランジスタと、バッファアンプとを有し、
　前記第１トランジスタは、前記第ｋローカルビット線と前記グローバルビット線との導
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通を制御し、
　前記バッファアンプは、前記第ｋローカルビット線の電流を増幅して、前記グローバル
ビット線に出力し、
　前記第１回路乃至前記第Ｍ回路の前記第１トランジスタのオンオフは、互いに独立して
制御され、
　前記第１回路乃至前記第Ｍ回路の前記バッファアンプの活性状態は、互いに独立して制
御されることを特徴とする記憶装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１回路乃至第Ｍ回路は、前記メモリセルアレイが有するＮＡＮＤセルアレイ上に
積層されていることを特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記バッファアンプはソースフォロア回路であることを特徴とする記憶装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記ソースフォロア回路は、第２トランジスタ乃至第４トランジスタを有し、
　前記第２トランジスタ乃至前記第４トランジスタは、第１電源線と第２電源線との間に
直列に電気的に接続され、
　前記第ｋ回路の前記第３トランジスタのゲートは、前記第ｋローカルビット線に電気的
に接続され、
　前記第１回路乃至前記第Ｍ回路の前記第２トランジスタへのバイアス電圧の入力は、互
いに独立して制御され、
　前記第１回路乃至前記第Ｍ回路の前記第４トランジスタのオンオフは、互いに独立して
制御されることを特徴とする記憶装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１トランジスタ乃至前記第４トランジスタのそれぞれの半導体層は、金属酸化物
を有することを特徴とする記憶装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５の何れか１項において、
　前記メモリセルアレイは、複数のメモリストリングを有し、
　前記複数のメモリストリングには、それぞれ、直列に電気的に接続されているメモリセ
ルが設けられていることを特徴とする記憶装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記メモリストリングを構成するトランジスタの半導体層は金属酸化物を有することを
特徴とする記憶装置。
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